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Table des constantes physiques .

désignation symbole valeur
Charge de 17électron e 1,&02.10_19 C
Masse de 17électron au repos My 9,11.10_31 kEg
Masse du proton au repos Mp 1,67.10_27 kg
Constante de Boltzmann k 8,62.10—5 eVsrK
Constante de FPlanck h 6,626.10—34 J.s
Constante de Rydberg R 1,097373177.107 m !
Perméabilité du vide P 4w.1077
Permittivité du vide £o : 8,854.1'&_12 F/m
Rayon de Bohr L 0,53 A
Vitesse de 1la lumiére c 2,998.1‘;? m/s
Nombre d’Avogadro N 6,023.1023 /mole
Magnéton de Bohir Py 9,274.10‘24 J70%K
CONVERSION
-19
1 eV = 1,602.10 J
-10 -8
1 A=10 m= 10 cm
-6 4

1gm = 10 m = 10 cm

~34
h = h/2r = 1,055.10 J.s
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Fropriétés physiques du Ge;5i et AsGa a 300%K

Propriétes Ge 28
Masse atomique {(qg) 2 726 2 28,032
Nombre d’atomes (cm ° ) 4,42.1& S.10
Structure du réseau diamant diamant
Constante du réseau (A) S bHb S:43
Masse volumique (g/cm-3 5,32 2,33
Eg (eV) 0:67 i,12
Affiniteé eélectronique (eVv) _ e 4,035
Densité d’états éffective {cm ) 19 9

* dans B.C ; Nc: 1:04.10 E,B.l&

* dans B.V ; Nv: 6.1018 13 1504.1d9
Concentration intrinséque (em™ )} 2.33.10 1,6.1010
Mobilite intrinséque (cm2/V.s)

* des électrons,p 3900 135041500

* des trqus.¢ BN AY HRLALLD
Masse éffective des electrons{(m*/m,)

* longitudinale 1,58 0,98

* transversale 0,082 0,19
Masse éffective des trous (m*/m,)

* trous légers Q504 0146

¥ trous lourds 0,3 0,35
Constante diélectrique (£/€g) 1& ii,8
Tension de claquage (V/pm) i0 30
Température de fusion (°C) 937 1420
Conductibilite thermique {(W/cm%K) 0,630,64 1.4521,5
Coefficient de dilatation -6 5
linéaire AL/L AT <(/9C) 5.8.10 2:6.10
Degré d’iconisation 0 0
Facteur de dégénérécence

* atomes dormeurs 2 =

* atomes accepteurs 4_3 4 b
Durée de vie mincritaires {5) 10 2:9.10
Energy des phonons Raman {(eV) 0,037 0,063
Chaleur spécifique (J/°K.g) 0,31 0.7
Coefficient de diffusicn H

thermique (cm2/s5) ;36 0.9
Work fonction {(eV) -3 G444 3 4,8
Pression de vapeur (Torr) 10~831270°C lqté1600°c.

o8 10 " & BoOOe°C 10" & 930°C
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